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1. Implemente o seguinte circuito em lógica complementar:





�


a) Considere as dimensões do transistor elementar W = 6 (m, L = 2(m. 


Calcule o tempo de propagação da porta definido como � EMBED Equation.2  ��� onde tr e tf são os tempos de subida e descida entre 0.1 VDD e 0.9 VDD.


Assuma que os transistores funcionam sempre na zona linear e considere os parâmetros para a tecnologia CN20 dados em Apêndice e ainda VDD=5V.





b) Simule o circuito em PSPICE. Use a livraria wcn20.lib.


Verifique o funcionamento correcto do circuito (resposta transiente). Meça os tempos de propagação tr (entre 0V e 0.5 VDD) e tf  (entre VDD  e 0.5 VDD). 


Apresente em papel os gráficos obtidos





c) Faça o layout do circuito utilizando o programa LASI. 


Utilize as regras de desenho seguintes: contacto=� EMBED Equation.2  ���, min dist. contacto–contacto=2mm, min dist. contacto–porta=2mm, min poly overlap de zona activa=2mm, min zona activa overlap de contacto=2mm, min metal1 overlap de contacto=1mm, min poço tipo n overlap de zona activa=3mm.


Apresente em papel o layout realizado
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2.  Construa em tecnologia CMOS uma RAM dinâmica de � EMBED Equation.2  ��� bits. 


a) Realize o descodificador 2 para 4


b) Realize a matriz de células de memória


c) Realize o buffer 3-state


d) Realize a lógica de colagem para as linhas RD (read) WR (write) e CS (chip select)





APÊNDICE





Assuma os seguintes parâmetros para a tecnologia CN20


transistores nMOS


� EMBED Equation.2  ���


�
transistores pMOS


� EMBED Equation.2  ����
�
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